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(57) Abstract: The optoelectronic device comprises a support with an upper face, a holding layer located thereon, and at least one first
and second conductive layer. At least one optoelectronic component is arranged on the holding layer and has at least one active layer
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(57) Zusammenfassung: Eine optoelektronische Vorrichtung umfasst einen Trager mit einer Oberseite und einer darauf befindlichen
Halteschicht sowie wenigstens einer ersten leitfdhigen Schicht und einer zweiten leitfahigen Schicht. Wenigstens eine optoelektronische
Komponente ist auf der Halteschicht angeordnet und weist zumindest eine aktive Schicht zwischen einem ersten Anschluss auf einer
ersten AuBlenfliche und einem zweiten Anschluss auf einer der ersten Aufenfliche gegentiberliegenden zweiten AuBenfliche der op-
toelektronischen Komponente auf. Die erste und zweite Aubenflidche grenzen jeweils an die Halteschicht an. Die wenigstens eine erste
leitfdhige Schicht ist mit dem ersten Anschluss und die wenigstens eine zweite leitfdhige Schicht mit dem zweiten Anschluss verbunden.
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OPTOELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ERZEUGEN EINER
OPTOELEKTRONISCHEN VORRICHTUNG

Die vorliegende RAnmeldung beansprucht die Prioritat der deut-
schen Patentanmeldung Nr. 10 2020 125 8%2.5 wvom 02. Oktober
2020, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Bezugnahme in die

vorliegende Anmeldung aufgenommen wird.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine optoelektronische Vor-
richtung, sowie ein Verfahren zum Erzeugen einer optoelektro-

nischen Vorrichtung.

Hintergrund

Der Chip einer Leuchtdiode (LED) besteht aus einer leitfdhigen
Basis (Substrat), auf der unterschiedlich dotierte Halbleiter-
Schichten aufgebracht sind. Zwischen einer p-dotierten Schicht
und einer n-dotierten Schicht bildet sich eine Sperrschicht aus.
Diese ist die aktive Schicht, in der eine Lichterzeugung durch
Rekombination wvon Elektronenldchern aus der p-dotierten und
Elektronen aus der n-dotierten Schicht stattfindet. Wenn eine
ausreichende Spannung in Durchlassrichtung des pn-Ubergangs an
einen Anodenanschluss und einen Kathodenanschluss der LED an-

gelegt wird, beginnt die LED zu leuchten.

Man kann die LED-Chips unter anderem zwischen horizontalen LEDs
und vertikalen LEDS unterscheiden. Horizontale LEDs, auch Flip-
Chips genannt, weisen den Anoden- und den Kathodenanschluss auf
derselben Chipseite auf, wohingegen vertikale LEDs den Anoden-
anschluss auf einer ersten Chipseite und den Kathodenanschluss
auf einer zweiten, der ersten Chipseite gegenlUberliegenden,

Chipseite aufweisen.

Zur Kontaktierung von vertikalen LED-Chips wahrend und nach der

Montage der LED-Chips auf einem Zielsubstrat sind aufgrund der
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Anordnung des Anoden- und des Kathodenanschlusses mindestens
drei Fotoebenen nétig um zweil Kontaktebenen und eine dazwischen
befindliche Isolierschicht auszubilden. Ein Unterseitenkontakt
zur Kontaktierung wvon beispielsweise dem Anodenanschluss, ein
Oberseitenkontakt zur Kontaktierung von beispielsweise dem Ka-
thodenanschluss und eine Isolierschicht zwischen dem Obersei-

tenkontakt und dem Unterseitenkontakt.

Mehrere Fotoebenen verursachen jedoch hohe Kosten beim Herstel-
lungsprozess, weswegen es gewlnscht sein kann die Anzahl der

Fotoebenen und damit auch die Herstellungskosten zu reduzieren.

Der vorliegenden Erfindung liegt entsprechend als eine RAufgabe
zugrunde, eine verbesserte optoelektronische Vorrichtung und
insbesondere ein verbessertes Verfahren zum Erzeugen einer opto-
elektronischen Vorrichtung bereitzustellen, bei der die Anzahl
der bendtigten Fotoebenen zur Kontaktierung von vertikalen LED-

Chips reduziert werden kann.

Zusammenfassung der Erfindung

Die Aufgabe wird geldst durch eine optoelektronische Vorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruch 1 und einem Verfahren zum
Erzeugen einer optoelektronischen Vorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruch 11. Ausfiuhrungsformen und Weiterbildungen der Er-

findung werden in den abhdngigen Ansprilichen beschrieben.

Eine erfindungsgemébe optoelektronische Vorrichtung umfasst ei-
nen Trager mit einer Oberseite und einer darauf befindlichen
Halteschicht. Weiterhin umfasst die optoelektronische Vorrich-
tung wenigstens eine erste leitfdhige Schicht und eine zweite
leitfdhige Schicht. Wenigstens eine optoelektronische Kompo-
nente ist auf der Halteschicht angeordnet. Die optoelektroni-

sche Komponente weist zumindest eine aktive Schicht auf, die
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zwischen einem ersten Anschluss auf einer ersten AuBenfl&che
und einem zweiten Anschluss auf einer der ersten AuBenflache
gegenlUberliegenden zweiten Aubenflédche der optoelektronischen
Komponente angeordnet 1ist. Die erste und zweite RAubenfliche
grenzen Jjeweils an die Halteschicht an. Die wenigstens eine
erste leitfdhige Schicht ist mit dem ersten Anschluss und die
wenigstens eine zweite leitfdhige Schicht mit dem zweiten An-

schluss wverbunden.

Die erste und die zweite AuBenflache, auf denen der Jjeweilige
erste bzw. zweite Anschluss angeordnet ist, k&dnnen benachbart,
im Wesentlichen senkrecht, zur Oberseite des Trdgers angeordnet
sein. Entsprechend kann die optoelektronische Komponente mit
einer Seitenflidche, die sich zwischen der ersten und zweiten

AuBenfliche erstreckt auf der Halteschicht angeordnet sein.

Zwischen dem ersten Anschluss und der aktiven Schicht, sowie
zwischen der aktiven Schicht und dem zweiten Anschluss kann
jeweils mindestens eine unterschiedlich dotierte Halbleiter-

Schicht angeordnet sein.

Der erste und der zweite Anschluss kdnnen beispielsweise dazu
ausgebildet sein, die optoelektronische Komponente mit elektri-
scher Energie zu versorgen. Der erste Anschluss kann beispiels-
welse einen Anodenanschluss und der zweite Anschluss kann bei-
spielsweise einen Kathodenanschluss fiur die optoelektronische
Komponente bilden. Der Anodenanschluss und der Kathodenan-

schluss koénnen jedoch auch wvertauscht sein.

Durch das AnschlieBen einer ausreichend groben Spannung an den
ersten Anschluss und an den zweiten Anschluss kann eine Rekom-
bination von Elektronenléchern in der aktiven Schicht stattfin-
den, sodass die optoelektronische Komponente zu leuchten be-

ginnt.
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In einigen Ausfihrungsformen umfasst die wenigstens eine opto-
elektronische Komponente eine vertikale LED, die einen Anoden-
anschluss auf einer ersten Chipseite und den Kathodenanschluss
auf einer zweiten, der ersten Chipseite gegenlUberliegenden,

Chipseite aufweist.

Die wenigstens eine erste und die wenigstens eine zweite
elektrisch leitende Schicht kann auf der Halteschicht und/oder
der Oberseite des Tragers sowie auf einer der ersten und zweiten

AuBenfléche angeordnet sein.

Durch die Anordnung der optoelektronischen Komponente, derart,
dass die RuBenflichen an die Halteschicht angrenzen, und damit
die beiden Anschlisse, in horizontaler Richtung gesehen, auf
demselben Niveau auf der Oberseite des Tragers angeordnet sind,
kann zur Kontaktierung der optoelektronischen Komponente ledig-
lich eine Fotoebene notwendig sein. Mit anderen Worten kann die
optoelektronischen Komponente, insbesondere als vertikale LED
ausgebildet, um im Wesentlichen 90° gedreht auf der Halteschicht
angeordnet sein, sodass die beiden Anschliisse im Vergleich zu
einer konventionell angeschlossenen vertikalen LED nicht in
vertikaler Richtung angeschlossen sind, sondern um im Wesent-
lichen 90° gedreht in horizontaler Richtung. Durch diese Anord-
nung kann zur Kontaktierung der optoelektronischen Komponente

lediglich eine Fotoebene notwendig sein

In einigen Ausfihrungsformen umfasst die mindestens eine opto-
elektronische Komponente eine LED oder eine Mikro-LED, auch als
P-LED bezeichnet, oder es wird ein p-LED-Chip verwendet. Eine
p-LED hat Kantenld&ngen von weniger als 100 pm, insbesondere
weniger als 20 pm, insbesondere im Bereich von 1 pm bis 10 pm.
Ein anderer Bereich liegt zwischen 10 und 30 pm. Dies kann zu
einer Oberfldche von einigen hundert pm? bis zu einigen zehn

pm? fihren. Beispielsweise kann eine p-LED eine Oberfliche von
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ungefdhr 60 pm? mit einer Kantenldnge von ungefdhr 8 pm haben.
In einigen Fallen hat eine p-LED eine Kantenld&nge von 5 pm oder
weniger, was zu einer Oberfldchengrébe von weniger als 30 pm?
fthrt. Typische Hohen solcher p-LEDs liegen beispielsweise im

Bereich von 1,5 pm bis 10 pm.

Eine p-LED kann ein Pixel oder ein Subpixel bilden und Licht
einer ausgewdahlten Farbe, wie beispielsweise rot, grin oder blau

emittieren.

In einigen Ausfihrungsformen umfasst die mindestens eine opto-
elektronische Komponente einen Volumenemitter oder Oberfla-
chenemitter. Volumenemitter kénnen Licht an ihrer Oberseite, an
ihren Seitenfldchen sowie an ihrer Unterseite emittieren, wo-
hingegen ein Oberfldchenemitter Licht weitestgehend nur an sei-

ner Oberseite emittieren kann.

In einigen Ausfihrungsformen weist die wenigstens eine opto-
elektronische Komponente eine pyramidenstumpfartige Rusgestal-
tung auf. Die erste und zweite Aubenfldche kdnnen die Grundfla-
chen der pyramidenstumpfartigen Rusgestaltung bilden und kdnnen
eine unterschiedliche Groébe aufweisen. Mit anderen Worten ge-
sagt kann die wenigstens eine optoelektronische Komponente eine
Querschnittsfldche aufweisen, die trapezfdérmig ausgebildet ist.
Die Aubenfldchen kénnen im Querschnitt gesehen die Grundseiten
der trapezfdrmigen Querschnittsfldche bilden und die Grundsei-

ten kénnen eine unterschiedliche Lange aufweisen.

In einigen Ausfihrungsformen ist die wenigstens eine optoelekt-
ronische Komponente mit einer der Seitenfldchen der pyramiden-
stumpfartigen Ausgestaltung auf der Halteschicht angeordnet.
Entsprechend kénnen die erste und die zweite RAuBenfliche be-

nachbart, beispielswiese unter einem Winkel zwischen 60° und
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120°, insbesondere ungleich 90°, zur Oberseite des Tragers an-

geordnet sein.

In einigen Ausfihrungsformen weist die wenigstens eine opto-
elektronische Komponente eine quaderfdérmige Ausgestaltung auf.
Die erste und zweite RAubenfliche kdnnen zwei sich gegenlUberlie-
gende AuBenfldchen der quaderfdrmigen Ausgestaltung bilden und
kénnen eine im Wesentlichen identische GroBe aufweisen. Zwischen
der ersten und zweiten AuBenflidche koénnen sich 4 Seitenflédchen
erstrecken, die die erste und die zweite Aubenflidche miteinander

verbinden.

In einigen Ausfihrungsformen ist die wenigstens eine optoelekt-
ronische Komponente mit einer der Seitenfldchen der quaderfor-
migen Ausgestaltung auf der Halteschicht angeordnet. Entspre-
chend kénnen die erste und die zweite Aubenfliche benachbart,
im Wesentlichen senkrecht, zur Oberseite des Trdgers angeordnet

sein.

In einigen Ausfihrungsformen bedeckt der erste Anschluss einen
dem Tr&ger benachbarten Teilbereich der ersten RuBenfliche und
der zweite Anschluss einen dem Trager benachbarten Teilbereich
der zweiten Aubenfl&che. Die Teilbereiche kénnen sich insbeson-
dere gegenitiberliegen. In Draufsicht auf beispielsweise die erste
Rubenflache kdénnen sich der Teilbereich der ersten Aubenfléche
und der Teilbereich der zweiten Aubenfliche insbesondere Uber-
lappen. Die Teilbereiche kénnen beispielsweise ein Viertel, ein
Drittel, oder die Halfte der jeweiligen Aubenseite bedecken und
in einem unteren Bereich angeordnet sein, insbesondere einer
unteren Halfte der jeweiligen Aubenseite, die benachbart zu dem

Trager ist.
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In einigen Rusfthrungsformen ist wenigstens einer aus dem ersten
und dem zweiten Anschluss die jeweilige AuBenfldche im Wesent-
lichen wvollstédndig bedeckt. Dadurch kann eine gerichtete Ab-
strahlung der wenigstens einen optoelektronischen Komponente
erreicht werden. In einigen Rusfthrungsformen sind beide Auben-
flachen durch den Jjeweiligen Anschluss im Wesentlichen voll-
standig bedeckt, sodass eine RAbstrahlung der wenigstens einen
optoelektronischen Komponente im Wesentlichen in senkrechte
Richtung, weg vom Tradger erfolgt. In einigen Rusfihrungsformen
ist nur eine der beiden Aubenfldchen durch den jeweiligen An-
schluss 1m Wesentlichen vollstédndig bedeckt, sodass eine RAb-
strahlung der wenigstens einen optoelektronischen Komponente im
Wesentlichen in senkrechte Richtung, weg vom Trager und in ho-

rizontale Richtung durch die nicht bedeckte RuBenflache erfolgt.

In einigen Ausfihrungsformen ist ein Material des ersten
und/oder zweiten  Anschlusses reflektierend ausgestaltet.
Dadurch kann eine gerichtete BAbstrahlung der wenigstens einen

optoelektronischen Komponente erreicht werden.

In einigen Ausfihrungsformen ist die Halteschicht strukturiert.
Bereiche der Halteschicht kénnen sich im Wesentlichen nur zwi-
schen der wenigstens eine optoelektronischen Komponente und dem
Tradger befinden. Die Halteschicht kann beispielsweise in Form
von einzelnen Tropfen ausgebildet sein. Wenigstens ein Tropfen
kann insbesondere in einem Bereich, in dem die wenigstens eine
optoelektronische Komponente angeordnet ist, zwischen dem Tra-
ger und der wenigstens einen optoelektronische Komponente aus-
gebildet sein. In einigen RAusfihrungsformen ist genau ein Trop-
fen in einem Bereich, in dem die wenigstens eine optoelektro-
nische Komponente angeordnet ist, zwischen dem Trager und der

wenigstens einen optoelektronische Komponente ausgebildet.
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Ein Teil des Materials der Halteschicht kann sich auf einen
Randbereich der ersten und/oder zweiten AuBenflédche und/oder
einen Randbereich des ersten und/oder zweiten Anschlusses er-
strecken. Es kann beispielsweise ein Tropfen des Materials der
Halteschicht auf die Oberfldche des Tragers aufgebracht werden
und eine optoelektronische Komponente in den Tropfen eingedrickt
werden. Aufgrund der vorherrschenden Kapillarkrafte kann sich
das Material der Halteschicht auf einen Randbereich der ersten
und/oder zweiten Aubenfldche und/oder einen Randbereich des

ersten und/oder zweiten Anschlusses erstrecken.

In einigen Ausfihrungsformen weist der Trager zumindest eine
Durchkontaktierung auf. Uber die zumindest eine Durchkontaktie-
rung kann beispielsweise die erste elektrische Leitung von der
Oberseite des Tragers zu einer, der Oberseite gegenlUberliegen-
den Unterseite des Tragers nach unten gefthrt werden. In einigen
Ausfthrungsformen weist der Trédger zumindest zweil Durchkontak-
tierungen auf. Uber die zumindest zweil Durchkontaktierung kén-
nen die erste und die zweite elektrische Leitung von der Ober-

seite des Tragers zur Unterseite des Tragers gefihrt werden.

In einigen Ausfihrungsformen weist die optoelektronische Vor-
richtung ein Zielsubstrat auf, auf dem die Unterseite des Tra-
gers aufgebracht wird. Die erste und die zweite elektrische
Leitung werden mittels Durchkontaktierungen durch den Tréager

mit Leiterbahnen des Zielsubstrats wverbunden.

Ein erfindungsgemdBes Verfahren zum Erzeugen einer optoelekt-
ronischen Vorrichtung umfasst das Bereitstellen eines Tragers
mit einer darauf befindlichen Halteschicht. Ferner umfasst das
Verfahren das Bereitstellen eines Zwischentrdgers mit wenigs-
tens einer darauf befindlichen optoelektronischen Komponente.

Die optoelektronische Komponente weist zumindest eine aktive
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Schicht zwischen einem ersten Anschluss auf einer ersten Auben-
flédche und einem zweiten Anschluss auf einer der ersten Auben-
flache gegenlberliegenden zweiten AuBenfldche der optoelektro-
nischen Komponente auf und die optoelektronische Komponente ist
mit der zweiten RuBenfldche an dem Zwischentriger fixiert. Der
Zwischentrdger wird oberhalb der Halteschicht angeordnet, so-
dass sich die Halteschicht und die auf dem Zwischentrdger be-
findliche optoelektronische Komponente beabstandet zueinander
gegenlUberliegen. Anschliebend wird die optoelektronische Kom-
ponente derart vom Zwischentrdger abgeldst, dass die optoelekt-
ronische Komponente wdhrend des RAbldsens vom Zwischentriger eine
Drehung erfahrt. Insbesondere erfahrt die optoelektronische
Komponente eine Drehung nachdem sie vom Zwischentridger abgeldst
wurde und in Richtung der auf dem Trager befindlichen Halte-
schicht f&llt. Der Abstand zwischen dem Zwischentrdger und der
Halteschicht ist derart gewdhlt, dass die optoelektronische
Komponente mit einer Seitenfldche auf der Halteschicht zum Lie-
gen kommt und die erste und zweite RAuBenfliche an die Halte-
schicht jeweils angrenzen. Die erste und zweite Aubenflédche sind
insbesondere benachbart und im Wesentlichen senkrecht zu dem
Trdger angeordnet. Das Verfahren umfasst weiterhin das Aufbrin-
gen wenigstens einer ersten leitfahigen Schicht und wenigstens
einer zweiten leitfdhigen Schicht derart, dass die erste leit-
fahige Schicht mit dem ersten Anschluss und die zweite leitfa-

hige Schicht mit dem zweiten Anschluss verbunden ist.

In einigen Ausfihrungsformen umfasst das Abldsen der optoelekt-
ronischen Komponente ein aubermittiges Bestrahlen von zumindest
einem Teilbereich der zweiten AuBenfldche mit Licht, insbeson-
dere mit Laserlicht. Aubermittiges bestrahlen von zumindest ei-
nem Teilbereich kann insbesondere dahingehend verstanden wer-
den, dass nur ein Teilbereich der Kontaktfldche bestrahlt wird,
der nicht um das Zentrum der AuBenfldche angeordnet ist, sondern

der sich beispielsweise von einem Rand der Aubenfliche bis in
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das Innere der Aubenfldche erstreckt. Mit anderen Worten gesagt
wird die Aubenflédche ,asymmetrisch" bestrahlt. In einigen Aus-
fuhrungsformen umfasst der Teilbereich zumindest den Bereich,
in dem der zweite Anschluss auf der zweiten AuBenfliche ange-
ordnet ist. In einigen RAusfthrungsformen umfasst der Teilbereich
ferner den -in einer Draufsicht auf die zweite Aubenfldche ge-
sehen- auf die zweite RAuBenfliche projizierten Bereich in dem

der erste Anschluss auf der ersten RuBenflache angeordnet ist.

In einigen Ausfihrungsformen umfasst das Abldsen der optoelekt-
ronischen Komponente zumindest teilweise die Schritte eines La-

ser-Lift-off-Verfahrens.

Durch das aubBermittige Bestrahlen des Teilbereichs kann auf die
optoelektronische Komponente beim Abldsen vom Zwischentrager
ein aubermittiger Impuls ausgelibt werden, welcher dazu fuhrt,
dass die optoelektronische Komponente wahrend des Abldsens vom

Zwischentridger eine Drehung erfahrt.

In einigen Ausfihrungsformen erfolgt das Abldsen der optoelekt-
ronische Komponente von dem Zwischentrager zuerst in dem Teil-
bereich der zweiten AuBenflache und anschlielend in einem zu
dem Teilbereich benachbarten Bereich. Dadurch erfahrt die opto-
elektronische Komponente wadhrend des Abldsens vom Zwischentra-
ger eine Drehung. Der Abstand zwischen dem Zwischentriger und
der Halteschicht ist derart gewdhlt, dass die optoelektronische
Komponente sich im Fallen um im Wesentlichen 90° dreht und mit

einer Seitenfldche auf der Halteschicht zum Liegen kommt.

Die Halteschicht kann beispielsweise einen Kleber umfassen, so-
dass die optoelektronische Komponente in der gewlinschten Posi-
tion fixiert wird und nicht umkippt. Ferner kann die Halte-

schicht in Form eines geschmolzenen Materials auf die Oberseite
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des Tragers aufgebracht sein, welches nach Aufbringen der opto-
elektronischen Komponente aushédrtet und dadurch die optoelekt-

ronische Komponente fixiert.

In einigen Ausfihrungsformen umfasst das Aufbringen der wenigs-
tens einen ersten leitfdhigen Schicht und der wenigstens einen
zweiten leitfdhigen Schicht das RAufbringen einer leitfdhigen
Schicht, das Aufbringen eines Fotolacks, das Strukturieren des
Fotolacks und das partielle Atzen der leitfdhigen Schicht. Mit
anderen Worten gesagt kann das Aufbringen der wenigstens einen
ersten leitfahigen Schicht und der wenigstens einen zweiten
leitfadhigen Schicht einen Strukturierung einer unstrukturierten
leitfdhigen Schicht umfassen, sodass die wenigstens einen erste
und die wenigstens einen zweite leitfdhige Schicht ausgebildet

werden.

In einigen Ausfihrungsformen erfolgt nach dem Anordnen einer
optoelektronische Komponente auf der Halteschicht eine Relativ-
bewegung zwischen dem Trager und dem Zwischentridger, wahrend
der Abstand zwischen dem Trager und dem Zwischentridger im We-
sentlichen konstant gehalten wird. Mit anderen Worten gesagt,
wird beispielsweise der Zwischentrdger in horizontale Richtung
verschoben, sodass eine weitere auf dem Zwischentrdger angeord-
nete optoelektronische Komponente Uber einer gewlnschten Posi-
tion auf dem Trédger angeordnet werden kann. AnschlieBend kdénnen
die Schritte des Abldsens der optoelektronischen Komponente er-
neut durchgefihrt sodass eine weitere optoelektronische Kompo-
nente mit einer Seitenfldche auf der Halteschicht zum Liegen
kommen kann. Dieses Prozedere kann so lange wiederholt werden,
bis eine gewlinschte Anzahl von optoelektronischen Komponenten

auf dem Trager angeordnet ist.
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen

Im Folgenden werden Ausfihrungsbeispiele der Erfindung unter

Bezugnahme auf die beigefligten Zeichnungen ndher erlautert. Es

zeigen,

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1A bis 1C

2A und 2B

54 und 5B

6A bis 6D

jeweils schematisch,

ein Ausfihrungsbeispiel einer konventio-
nell montierten vertikalen p-LED auf einem

Trager;

ein Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungs-

gemaben optoelektronischen Vorrichtung;

eine Schnittansicht eines Verfahrens-
schrittes zum Erzeugen einer erfindungsge-

maben optoelektronischen Vorrichtung;

eine Schnittansicht eines weiteren Verfah-
rensschrittes zum Erzeugen einer erfin-
dungsgemédben optoelektronischen Vorrich-

tung;

eine Schnittansicht eines weiteren Verfah-
rensschrittes zum Erzeugen einer erfin-
dungsgemédben optoelektronischen Vorrich-

tung;

weitere BRusfihrungsbeispiele der opto-
elektronischen Vorrichtung mit  unter-

schiedlich ausgeprédgten Anschlissen;

ein weiteres Rusfihrungsbeispiel der opto-
elektronischen Vorrichtung mit mehrfarbi-

gen optoelektronischen Komponenten;
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Fig. 8A bis 8D weitere BRusfihrungsbeispiele der opto-
elektronischen Vorrichtung mit  unter-

schiedlich ausgeprédgten Halteschichten;

Fig. 9A und 9B weitere BRusfihrungsbeispiele der opto-

elektronischen Vorrichtung.

Detaillierte Beschreibung

Fig. 1A zeigt eine Schnittansicht einer konventionellen verti-
kalen p-LED 4 und Fig. 1B und 1C eine Schnittansicht und eine
Draufsicht einer optoelektronischen Vorrichtung umfassend die
p-LED. Die vertikale p-LED 4 umfasst einen ersten Anschluss 5.1
auf einer ersten AuBenfldche 4.1, sowie eine aktive Schicht 6
zwischen zwel unterschiedlich dotierten Halbleiterschichten und
weiBt Kantenldngen b im Bereich wvon circa 10pm auf. Die p-LED
4 ist mit dem ersten Anschluss 5.1 auf einer ersten leitfdhigen
Schicht 7.1 angeordnet, die auf der Oberseite 2.1 eines Tragers
2 ausgebildet ist. Eine zweite leitfdhige Schicht 7.2 ist mit-
tels Fototechnik auf einem Dielektrikum 8 aufgebracht, welches
die p-LED 4 umgibt, und Uber eine Durchkontaktierung 10 durch
das Dielektrikum 8 zur Oberseite 2.1 des Trédgers 2 gefihrt. Die
zweite leitfadhige Schicht 7.2 ist mit einer transparenten leit-
fahigen Oxidschicht 9 (TCO) verbunden, die auf einer zweiten
4.2, der ersten gegeniberliegenden, Aubenfldche der p-LED 4
angeordnet ist. Zum AnschlieBen der p-LED 4 an die erste und
die zweite leitfdhige Schicht 7.1, 7.2 sind drei Fototechnik
Ebenen (zwel Metallebenen und eine Dielektrikumebene) notig,
was sehr aufwadndig im Herstellungsverfahren ist und hohe Her-

stellungskosten verursacht.

Fig. 2B zeigt eine entsprechend verbesserte optoelektronische

Vorrichtung 1 umfassend die optoelektronische Komponente 4 dar-
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gestellt in Fig. 2A, bei der die Anzahl der bendtigten Fotoebe-
nen zur Kontaktierung der optoelektronischen Komponente redu-

ziert ist.

Die optoelektronische Komponente 4, insbesondere vertikale p-
LED, umfasst neben einem ersten Anschluss 5.1 auf einer ersten
AuBenfléche 4.1 der p-LED 4 einen zweiten Anschluss 5.2 auf
einer zweiten, der ersten gegenliberliegenden, zweiten Aubenfla-
che 4.2 der p-LED. Zwischen den beiden AuBenfldchen befinden
sich zweil unterschiedlich dotierte Halbleiterschichten, zwi-

schen denen wiederum eine aktive Schicht 6 ausgebildet ist.

Die p-LED weist eine pyramidenstumpfartige Ausgestaltung auf,
sodass sich im Querschnitt durch die p-LED eine trapezfdrmige
Querschnittsfldche der p-LED ergibt. Die erste und die zweite
AuBenfléche 4.1, 4.2 bilden die beiden Grundfl&chen der pyra-
midenstumpfartigen Ausgestaltung bzw. die beiden Grundseiten
der trapezfdérmigen Querschnittsfléche. Die p-LED ist, darge-
stellt in Figur 2B durch die in den Kreisen angeordneten Pfeile,
als Volumenemitter ausgebildet und kann Licht aus sowohl den
beiden RAuBenflachen als auch aus den Seitenfldchen der p-LED

emittieren.

Der erste und der zweite Anschluss 5.1, 5.2 bedecken Jjeweils
einen Teilbereich der ersten und der zweiten AubBenfliache 4.1,
4.2. Die Teilbereiche sind insbesondere in einer Halfte der
jeweiligen Aubenfldche und Uberlappen sich in Draufsicht auf
beispielsweise die erste Aubenfldche gesehen zumindest teil-

welse.

Wie in Fig. 2B dargestellt wird die p-LED 4 gedreht auf einem
Tradger 2 beziehungsweise einer auf einer Oberseite 2.1 des Tra-

gers aufgebrachten Halteschicht 3 angeordnet. Die erste und die
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zweite Aubenflédche 4.1, 4.2 sind benachbart zu dem Trager 2
angeordnet, und die p-LED berthrt die Halteschicht 3 mit einer
die beiden Aubenfliachen 4.1, 4.2 verbindende Seitenfl&che 4.3
der p-LED.

Aufgrund die Neigung o der Seitenflichen der pyramidenstumpf-
artigen Ausgestaltung sind die beiden Aubenfldchen 4.1, 4.2
unter einem entsprechenden Winkel gegenlUber der Oberseite 2.1
des Trédgers 2 angeordnet. Im vorliegenden Falle der pyramiden-
stumpfartigen Ausgestaltung sind die erste und die zweite RAu-
Benflache, beispielsweise unter einem Winkel « von 75° gegenlber

der Oberseite des Trdgers angeordnet sein.

Die Teilbereiche der Aubenfldchen, die von dem Jjeweiligen An-
schluss bedeckt sind, sind in der Halfte der jeweiligen Auben-

fl&che angeordnet, die benachbart zu dem Trager ist.

Die optoelektronische Vorrichtung umfasst ferner eine erste und
eine zweite leitfahige Schicht 7.1, 7.2. Die erste leitfdhige
Schicht 7.1 ist mit dem ersten Anschluss 5.1 verbunden und die
zweite leitfdhige Schicht 7.2 ist mit dem zweiten Anschluss 5.2
verbunden. Die erste leitfdhige Schicht 7.1 erstreckt sich Uber
einen Teil der Halteschicht 3, den ersten Anschluss 5.1 und
einen Teil der ersten AuBenfliche 4.1. Die zweite leitfdhige
Schicht 7.2 erstreckt sich Uber einen Teil der Halteschicht 3,
den zweiten Anschluss 5.2 und einen Teil der zweiten Aubenflache

4.2.

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht eines Verfahrensschrittes zum
Erzeugen der optoelektronischen Vorrichtung 1 von Fig. 2B. Das
Verfahren zum Erzeugen der optoelektronischen Vorrichtung um-
fasst das Anordnen des Trédgers 2 mit der auf der Oberseite 2.1
des Tragers befindlichen Halteschicht 3. Ferner umfasst das

Verfahren das Anordnen eines Zwischentrdgers 11 mit darauf be-
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findlichen optoelektronischen Komponenten 4 oberhalb des Tra-
gers 2. Die optoelektronischen Komponenten 4 sind Uber eine
weltere Halteschicht 12 mit der zweiten Aulenfl&che 4.2 auf dem
Zwischentrager 11 beziehungsweise auf der weiteren Halteschicht
12 fixiert.

Der Zwischentrdger 11 ist derart oberhalb der Halteschicht 3
angeordnet, dass die erste RuBenfliche 4.1 der optoelektroni-
schen Komponenten 4 in einem definierten Abstand x gegeniber

der Halteschicht 3 angeordnet ist.

In einem weiteren Schritt wird die zweite RuBenfliche 4.2 in
einem Teilbereich mit Licht 1, insbesondere Laserlicht, be-
strahlt, sodass die weitere Halteschicht 12 in wenigstens dem
Teilbereich aufschmilzt, teilweise verdampft oder sublimiert,
so dass ein Gas entsteht und sich die zweite AuBenfldche 4.2 in
wenigstens diesem Teilbereich von dem Zwischentrager 11 1&st.
Der Teilbereich der zweiten AuBenfliche 4.2 umfasst zumindest
den Bereich, in dem der zweiten Anschluss 5.2 angeordnet ist
und erstreckt sich aubermittig von einer Seitenflache 4.3 der
optoelektronischen Komponente 4 bis ins Innere der zweiten Au-
Benflédche 4.2. Mit anderen Worten gesagt, wird die zweite Au-
Benfléche ,asymmetrisch™ mit Licht bestrahlt. sodass sich die
optoelektronischen Komponente 4 zuerst in einem Bereich, in dem
der zweite Anschluss 5.2 angeordnet von dem Zwischentrdger 11
16st und anschliebend in einem zu diesem benachbarten Bereich

der zweiten Aubenfldche 4.2 von dem Zwischentriger 11 16st.

Durch das ,asymmetrische™ Bestrahlen der zweiten Aubenfléche
4.2 und dem damit verbundenen bereichsweisen BRbldsen der opto-
elektronischen Komponente 4 erfahrt die optoelektronische Kom-
ponente 4 einen Drehimpuls und eine entsprechende Drehung, so-
dass sie mit einer ihrer Seitenfl&chen 4.3 auf der Halteschicht
3 zum Liegen kommt. Der Abstand x zwischen der Halteschicht und

der ersten Oberflache 4.1 der optoelektronischen Komponente ist
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dabei so gewdhlt, dass die optoelektronische Komponente 4 in
Richtung der Halteschicht fallt, genau mit der Seitenfldche 4.3
auf der Halteschicht 3 zum Liegen kommt und sich im Wesentlichen

nicht weiter oder weniger weit dreht.

Nach erfolgreichem BRbldsen einer optoelektronischen Komponente
4 wird der Zwischentrdger 11 in horizontale Richtung v bewegt,
um eine weitere optoelektronische Komponente 4 oberhalb einer
gewlinschten Position auf dem Trager 2 abzuldsen, sodass diese
wiederum mit deren Seitenflé&che 4.3 auf der Halteschicht 3 an

der gewlnschten Position zum Liegen kommt.

Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht und eine Draufsicht eines wei-
teren Verfahrensschrittes zum Erzeugen der optoelektronischen
Vorrichtung 1 von Fig. 2B. Dabei wird auf die Halteschicht, und
die optoelektronischen Komponenten eine durchgangige leitfahige
Schicht 7 aufgebracht. Dies kann beispielsweise mittels einem
isotropen oder anisotropen Abscheideprozess wie beispielsweise
Sputtern erfolgen. AnschlieBend wird auf die leitfdhige Schicht
7 ein Fotolack 13 mit einer definierten Hohe h aufgebracht und
dieser strukturiert. Die Hohe h des Fotolacks 13 ist derart
gewahlt, dass Bereiche der leitfdhigen Schicht 7 freiliegen, in
denen die optoelektronischen Komponenten 4 nicht von der leit-
fahige Schicht 7 bedeckt sein sollen. Weiterhin wird der Foto-
lack 13 derart strukturiert, dass Bereiche der leitfahigen
Schicht 7 freiliegen, in denen die Halteschicht 3 nicht von der
leitfadhigen Schicht 7 bedeckt sein soll. Diese freiliegenden
Bereiche werden anschlieBend gedtzt g, wodurch dich die erste
leitfdhige Schicht 7.1 und die zweite leitfahige Schicht 7.2
ergeben. Entsprechend kdnnen die optoelektronischen Komponenten
4 mittels lediglich einer Fototechnik Ebene angeschlossen wer-

den.
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Fig. 5A und 5B =zeigen jeweils eine Schnittansicht und eine
Draufsicht einer weiteren Ausfihrungsmdglichkeit des Verfah-
rensschrittes von Fig. 4. Dabei werden die erste leitfahige
Schicht 7.1 und die zweite leitfdhige Schicht 7.2 mittels zwei

Fototechnik Ebene ausgebildet.

Wie in Fig. 5A gezeigt wird in einem ersten Schritt auf die
Halteschicht, und die optoelektronischen Komponenten 4 eine
durchgangige 1leitfdhige Schicht 7 aufgebracht. Anschliebend
wird auf die leitfdhige Schicht 7 ein Fotolack 13 aufgebracht,
wobel der Fotolack 13 die optoelektronischen Komponenten 4 und
die darlber angeordnete leitfdhige Schicht 7 vollstandig umgibt.
Der Fotolack 13 wird strukturiert, dass Bereiche der leitfdhigen
Schicht 7 freiliegen, in denen die Halteschicht 3 nicht von der
leitfadhigen Schicht 7 bedeckt sein soll. Diese freiliegenden
Bereiche werden anschlieBend gedtzt g und der Fotolack 13 ent-

fernt.

In einem zweiten Schritt, dargestellt in Fig. 5B, wird erneut
ein Fotolack 13 auf die leitfdhige Schicht 7 mit einer defi-
nierten H&he h aufgebracht. Die Ho6he h des Fotolacks 13 ist
derart gewahlt, dass Bereiche der leitfdhigen Schicht 7 frei-
liegen, in denen die optoelektronischen Komponenten 4 nicht von
der leitfahige Schicht 7 bedeckt sein sollen. AnschlieBend wer-
den die freiliegenden Bereiche der leitfahige Schicht 7 geatzt,
wodurch sich die erste leitfdhige Schicht 7.1 und die zweite

leitfadhige Schicht 7.2 ergeben.

Fig. 6A bis 6D zeigen Ausfihrungsbeispiele einer optoelektro-
nischen Vorrichtung 1 mit unterschiedlich ausgeprdgten ersten
und zweiten Anschlissen 5.1, 5.2. Die optoelektronische Kompo-
nente 4 weist eine quaderfdérmige Ausgestaltung auf, jedoch kén-
nen die im folgenden beschriebenen Ausfihrungsbeispiele der un-

terschiedlich ausgepragten ersten und zweiten Anschlissen 5.1,
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5.2 auch mit einer pyramidenstumpfartig ausgeprdgten optoelekt-
ronische Komponente 4 oder einer optoelektronische Komponente

4 mit einer anderen Rusgestaltung kombiniert sein.

Fig. 6A zeigt eine optoelektronischen Vorrichtung 1, bei der
der erste und der zweite Anschluss 5.1, 5.2 lediglich einen
sunteren™ Teilbereich der Jjeweiligen AuBenfldche 4.1, 4.2, be-
decken. Der untere Teilbereich erstreckt sich beispielsweise
Uber ein unteres Viertel, ein unteres Drittel oder die untere
Halfte der RuBenflachen 4.1, 4.2, sodass die optoelektronische
Komponente Licht aus zumindest der dem Trédger abgewandte Sei-
tenflédche und zumindest teilweise aus den beiden Aubenfléchen
4.1, 4.2, emittieren kann. Der Begriff ,unterer Teilbereich™“
kann dahingehend verstanden werden, dass es sich bei dem Bereich
um einen Teilbereich handelt, der benachbart zu dem Trager 2

angeordnet ist.

Fig. 6B zeigt eine optoelektronischen Vorrichtung 1, bei der
der erste und der zweite Anschluss 5.1, 5.2 die jeweilige Au-
Benfldche im Wesentlichen vollstandig bedecken. Dadurch kann
eine gerichtete Abstrahlung des von der optoelektronischen Kom-
ponente 4 emittierten Lichts erzielt werden, da die beiden An-
schllisse als Reflektor dienen kdénnen und verhindern kénnen, das
Licht aus den beiden AubBenflachen 4.1, 4.2 austritt. Die erste
und die zweite leitfdhige Schicht kann wie in der Figur gezeigt
lediglich einen ,unteren™ Teilbereich des jeweiligen Anschlus-
ses bedecken, jedoch ist es auch méglich, dass die erste und
die zweite leitfdhige Schicht den jeweiligen Anschluss im We-

sentlichen vollstadndig bedecken.

Ebenso ist es méglich (vgl. Fig. 6C), dass der erste Anschluss
5.1 die erste Aubenflache 4.1 im Wesentlichen vollstdndig be-

deckt und der zweite Anschluss 5.2 die zweite AuBenfldche 4.2
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lediglich einen unteren Teilbereich bedeckt. Durch eine derar-
tig asymmetrische Anordnung der Anschliisse kann eine gerichtete
Abstrahlung des von der optoelektronischen Komponente 4 emit-
tierten Lichts erzielt werden, sodass die optoelektronische
Komponente Licht aus zumindest der dem Trédger abgewandte Sei-
tenflédche und zumindest teilweise aus der zweiten Aubenfléchen
4.2, emittieren kann.

Fig. 6D zeigt eine optoelektronische Komponente 4 mit einem
kleinen Chip-Aspektverhdltnis. Im Gegensatz zu den anderen Kom-
ponenten in Figuren 6A bis 6C ist in Figur 6D die optoelektro-
nische Komponente 4 in Form eines Wirfels mit einer Kantenlange
b von beispielsweise 3um ausgebildet. Gleichzeitig reicht der
Kontakt entlang der Seitenfldchen und bedeckt diese Vollstan-
dig. Dadurch kann Licht nur aus dem Bereich des Chips austreten,
der senkrecht zur Zeichenebene liegt. Zudem kann durch die Grobe
und das Chip-Aspektverhdltnis beispielsweise die Menge des von
der optoelektronische Komponente 4 emittierenden Lichts einge-
stellt werden. Wie in dem dargestellten Beispiel kann durch ein
kleineres Chip-Aspektverhdltnis beispielsweise die Menge des
von der optoelektronische Komponente 4 emittierenden Lichts re-

duziert werden.

Fig. 7 zeigt eine optoelektronischen Vorrichtung 1 umfassend
drei unterschiedlich ausgebildete optoelektronische Komponenten
4.a, 4.b, 4.c. Die optoelektronischen Komponenten 4.a, 4.b, 4.c
unterscheiden sich zum einen in der Farbe des von der jeweiligen
optoelektronischen Komponente emittierten Lichts (beispiels-
weise rot, grin und blau) und in ihrer Geometrie. Die opto-
elektronischen Komponenten 4.a, 4.b, 4.c weisen eine pyramiden-
stumpfartige Ausgestaltung auf, Jjedoch kdnnen sie sich im Nei-
gungswinkel o, der zwischen der ersten und der zweiten Auben-

flache mit den Seitenfldchen auftritt, unterscheiden. Zusatz-
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lich dazu ist beispielsweise die zweite optoelektronische Kom-
ponente 4.b spiegelverkehrt zu der ersten optoelektronischen

Komponente 4.a auf der Halteschicht 3 angeordnet.

Fig. 8A bis 8D zeigen Ausfihrungsbeispiele einer optoelektro-
nischen Vorrichtung 1 mit einer ausgeprdgten Halteschicht 3.
Entsprechend Fig. 8A ist die Halteschicht 3 durchgéngig auf der
Oberseite 2.1 des Trédgers 2 ausgebildet. Die Halteschicht kann
jedoch, wie in Fig. 8B gezeigt, strukturiert sein, sodass die
Halteschicht im Wesentlichen lediglich zwischen dem Tr&ger 2
und der optoelektronischen Komponente 4 ausgebildet ist. Dies
kann den Vorteil mit sich bringen, dass Haftungsprobleme, die
zwischen der Halteschicht 3 und der ersten beziehungsweise zwei-
ten leitfdhigen Schicht 7.1, 7.2 auftreten k&nnen, reduziert

werden koénnen.

Wie in Fig. 8C gezeigt kann die Halteschicht 3 in Form wvon
einzelnen Tropfen ausgebildet sein, die auf der Oberseite des
Tragers aufgebracht sind. Durch die einzelnen Tropfen kann beim
Auftreffen der optoelektronischen Komponenten 4 auf die Halte-
schicht eine Selbstzentrierung der optoelektronischen Komponen-

ten 4 erfolgen.

Fig. 8D zeigt, dass die Halteschicht in Form eines grdBeren
Tropfens pro optoelektronischer Komponente 4 ausgebildet sein
kann. Dadurch kann eine stabile Verbindung zwischen dem Trager
2 und der optoelektronischen Komponente 4, im Wesentlichen ohne
einen Luftspalt, erzielt werden. Das Material der Halteschicht
ist dabei nicht nur zwischen der optoelektronischen Komponente
4 und dem Trdger 2 ausgebildet, sondern ebenfalls in einem
Randbereich der beiden Aubenfldchen 4.1, 4.2. Dies kann unter
anderem dadurch erfolgen, dass beim Fallen der optoelektroni-
schen Komponente 4 auf den Tropfen, die optoelektronischen Kom-

ponente 4 in die Halteschicht eingedrickt wird und aufgrund der



WO 2022/069731 PCT/EP2021/077164

10

15

20

vorherrschenden Kapillarkrédfte das Material der Halteschicht
entlang der RAubBenfldchen 4.1, 4.2 kriecht und anschlieBend aus-

hartet.

Die optoelektronischen Komponenten 4 kodnnen entsprechend Fig.
9A direkt auf einem Zielsubstrat wie beispielsweise Glas oder
polyethylene terephthalate (PET) aufgebracht werden. Ebenso ist
es Jjedoch moéglich (vgl. Fig. 9B), dass der Trager 2 Durchkon-
taktierungen 10 aufweist, Uber die die erste und zweite leit-
fahige Schicht 7.1, 7.2 zur einer Unterseite des Tragers 2, die
der Oberseite 2.1 des Tragers 2 gegenlUberliegt, gefihrt werden,
um diesen auf ein Zielsubstrat mittels Planar oder FilpChip
Interconnect auf daflir vorgesehenen Kontaktflachen aufzubrin-
gen. Entsprechend kann der Trager 2 mit der Halteschicht 3, den
darauf angeordneten optoelektronischen Komponenten 4 und der
ersten und zweiten leitfdhigen Schicht 7.1, 7.2 ein Subassembly
S bilden welches auf ein Zielsubstrat 15 aufgebracht werden

kann.
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronische Vorrichtung (1) umfassend:

einen Trdger (2) mit einer Oberseite (2.1) und einer
darauf befindlichen Halteschicht (3) sowie wenigstens ei-
ner ersten leitfdhigen Schicht (7.1) und einer zweiten
leitfédhigen Schicht (7.2),

wenigstens eine optoelektronische Komponente (4), die
auf der Halteschicht (3) angeordnet ist, wobei die opto-
elektronische Komponente (4) zumindest eine aktive
Schicht (6) zwischen einem ersten Anschluss (5.1) auf
einer ersten AubBenflidche (4.1) und einem zwelten An-
schluss (5.2) auf einer der ersten AuBenfliche gegeniber-
liegenden zweiten AuBenfldche (4.2) der optoelektroni-
schen Komponente (4) aufweist, und wobei die erste und
zweite AuBenflache an die Halteschicht (3) jeweils an-
grenzen,

wobei die wenigstens eine erste leitfdhige Schicht
(7.1) mit dem ersten Anschluss (5.1) und die wenigstens
eine zweite leitfdhige Schicht (7.2) mit dem zweiten An-
schluss (5.2) wverbunden ist, und

wobei die wenigstens eine erste und die wenigstens
eine zweite elektrisch leitende Schicht (7.1, 7.2) auf
der Halteschicht (3) und der Oberseite (2.1) des Tragers
(2) und auf einer der ersten und zweliten AuBenflidche

(4.1, 4.2) angeordnet sind.

Optoelektronische Vorrichtung nach Anspruch 1,
wobel die erste und zweite Aubenflache (4.1, 4.2) im
Wesentlichen senkrecht zur Oberseite (2.1) angeordnet

sind.
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Optoelektronische Vorrichtung nach einem der Anspriche 1
oder 2,

wobeil die wenigstens eine optoelektronische Komponente
(4) eine vertikale pLED, insbesondere in Form eines Vo-

lumenemitters, umfasst.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriche 1 bis 3,

wobeil die wenigstens eine optoelektronische Komponente
(4) eine pyramidenstumpfartige Ausgestaltung aufweist,
wobel die erste und zweite AuBenflache (4.1, 4.2) die
Grundfldchen der pyramidenstumpfartigen Ausgestaltung

bilden.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriche 1 bis 4,

wobei der erste Anschluss (5.1) einen dem Trager (2)
benachbarten Teilbereich der ersten AubBenfldche (4.1) und
der zweite Anschluss (5.2) einen dem Trédger (2) benach-
barten Teilbereich der zweiten AubBenflache (4.2) bedeckt,

wobeil sich die Teilbereiche insbesondere gegenliberliegen.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriche 1 bis 5,

wobel wenigstens einer aus dem ersten und dem zweiten
Anschluss (5.1, 5.2) die jeweilige RuBenflache (4.1, 4.2)

im Wesentlichen vollstédndig bedeckt.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriche 1 bis 6,
wobeil ein Material des ersten und/oder zweiten Anschlus-

ses (5.1, 5.2) reflektierend ausgestaltet ist.
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10.

11.

12.

_26_

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriche 1 bis 7,

wobeil die Halteschicht (3) strukturiert ist, sodass sich
Bereiche der Halteschicht (3) im Wesentlichen nur zwi-
schen der wenigstens eine optoelektronischen Komponente

(4) und dem Trager (2) befinden.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriche 1 bis 8,
wobeil die Halteschicht (3) in Form von einzelnen Tropfen

ausgebildet ist.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriche 1 bis 9,

wobel sich ein Teil des Materials der Halteschicht (3)
auf einen Randbereich der ersten und/oder zweiten Auben-
flache (4.1, 4.2) und/oder einen Randbereich des ersten

und/oder zweiten Anschlusses (5.1, 5.2) erstreckt.

Optoelektronische Vorrichtung nach einem der vorherge-
henden Anspriche 1 bis 10,
wobei der Trager (2) zumindest eine Durchkontaktierung

(10) aufweist.

Verfahren zum Erzeugen einer optoelektronischen Vorrich-
tung (1) umfassend:

Bereitstellen eines Tradgers (2) mit einer auf einer
Oberseite (2.1) des Tragers befindlichen Halteschicht
(3),

Bereitstellen eines Zwischentrdgers (11) mit wenigs-
tens einer darauf befindlichen optoelektronischen Kompo-
nente (4), wobel die optoelektronische Komponente (4)
zumindest eine aktive Schicht (6) zwischen einem ersten

Anschluss (5.1) auf einer ersten AuBenflidche (4.1) und
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13.

14.

einem zweiten Anschluss (5.2) auf einer der ersten Au-
Benfldche gegentberliegenden zweiten AubBenfliche (4.2)
der optoelektronischen Komponente (4) aufweist und wobei
die optoelektronische Komponente (4) mit der zweiten Au-
Benflédchen (4.2) an dem Zwischentrager (11) fixiert ist,
Anordnen des Zwischentrdgers (11) oberhalb der Halte-
schicht (3), sodass sich die Halteschicht (3) und die auf
dem Zwischentrager befindliche optoelektronische Kompo-
nente (4) beabstandet zueinander gegeniberliegen,
Bbldésen der optoelektronischen Komponente (4) wvom
Zwischentradger (11) derart, dass die optoelektronische
Komponente (4) wahrend des Abldsens vom Zwischentrdger
eine Drehung erfahrt, wobei der Abstand (x) zwischen dem
Zwischentradger (11) und der Halteschicht (3) derart ge-
wahlt ist, dass die optoelektronische Komponente (4) mit
einer Seitenfldche (4.3) auf der Halteschicht (3) zum
Liegen kommt und die erste und zweite Aubenflédche (4.1,
4.2) an die Halteschicht (3) jeweils angrenzen,
Aufbringen wenigstens einer ersten leitfdhigen
Schicht (7.1) und wenigstens einer zweiten leitfdhigen
Schicht (7.2), wobei die erste leitfahige Schicht (7.1)
mit dem ersten Anschluss (5.1) und die zweite leitfahige
Schicht (7.2) mit dem zweiten Anschluss (5.2) verbunden

ist.

Verfahren zum Erzeugen einer optoelektronischen Vorrich-
tung nach Anspruch 12,

wobeil das Ablésen der optoelektronischen Komponente (4)
ein aubermittiges Bestrahlen von zumindest einem Teilbe-

reich der zweiten AuBenfliache (4.2) mit Licht umfasst.

Verfahren zum Erzeugen einer optoelektronischen Vorrich-

tung nach Anspruch 13,
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wobeil das Ablésen der optoelektronische Komponente (4)
von dem Zwischentradger (11) zuerst in dem Teilbereich der
zwelten AuBenfldche (4.2) und anschlieBend in einem zu

dem Teilbereich benachbarten Bereich erfolgt.

Verfahren zum Erzeugen einer optoelektronischen Vorrich-
tung nach einem der Anspriiche 12 bis 14,

wobeil das Aufbringen der wenigstens einen ersten leitféa-
higen Schicht (7.1) und der wenigstens einen zweiten
leitfédhigen Schicht (7.2) das Aufbringen einer leitfahi-
gen Schicht (7), das Aufbringen eines Fotolacks (13), das
Strukturieren des Fotolacks und das partielle Atzen der

leitfdhigen Schicht umfasst.

Verfahren zum Erzeugen einer optoelektronischen Vorrich-
tung nach einem der Anspriiche 12 bis 15,

wobel der zweite Anschluss (5.2) in dem Teilbereich der
zweiten AuBenfldche (4.2) angeordnet ist, und der erste
Anschluss (5.1) in einem gegeniiberliegen Teilbereich der

ersten Aubenfldche (4.1) angeordnet ist.
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